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１．概要（Summary） 
超伝導ナノ細線を用いた単一光子検出器やトランジスタ

などのデバイスは、ジョセフソン接合を用いたデバイスより

作製が容易であるため近年活発に研究されている。今回、

北海道大学ナノテクノロジー連携研究推進室の施設を利

用して、従来より開発している窒化ニオブ（NbN）や窒化

モリブデン（MoN）、および、高いTc=39Kを有する二ホウ

化マグネシウム（MgB2）を用いた超伝導デバイスの微細

加工を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置 
ヘリコンスパッタリング装置 
反応性イオンエッチング装置 
原子層堆積装置 
イオンミリング装置 
 
【実験方法】 

厚さ 7nm の NbN 薄膜に対して、電子ビーム露光装置

及びヘリコンスパッタリング装置を用いてリフトオフ法で電

極を作製した。次に電子ビーム露光装置および反応性イ

オンエッチング装置で直径 15µm、幅 80nmのメアンダ状

細線に加工した。その後、原子層堆積装置で Al2O3 を

235nm、さらにリフトオフによりCr5nm、Au100nmのキャ

ビティ構造をメアンダ細線直上に作製した。また、MoN を

用いた単一光子検出器およびトランジスタ、20µm 幅の

MgB2細線についても作製を進めた。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製した超伝導デバイスの SEM 像およびその拡大図

を Fig.1 に示す。直径 15µm の受光部に光ファイバーか

ら微弱光を照射し、検出効率 30%以上で単一光子検出

が可能であること確認した。 
 

 
Fig.1 SEM image of superconducting nanostrip 

single-photon detector (80nm line width) 
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